Esercizi per la Lezione del 12/01/2004

1) Filtro Passa Banda a parametri concentrati a 1 GHz con ripple di 0.5 dB, banda 10% e impedenza di 50 Ohm

Schematico (BP_Cheb_3rd_Schema.pdf)

Grafico 1.1: |S21dB| (BP_Cheb_3rd_S21.pdf)

2) Filtro Passa Basso a microstriscia con frequenza di taglio di 4 GHz con ripple di 3 dB e impedenza di 50 Ohm (metodo di Kuroda)

linea 217.5 Ohm

w = 40 um

lambda/4 = 14,8 mm; segue: lambda/8 = 7,4 mm

linea 65 Ohm

w = 1000 um

lambda/4 = 14,4 mm; segue: lambda/8 = 7,2 mm

linea 70 Ohm

w = 880 um

lambda/4 = 14,4 mm; segue: lambda/8 = 7,2 mm

linea 50 Ohm

w = 1600 um

lambda/4 = 14,0 mm; lambda/8 = 7,0 mm (lunghezza non richiesta)

(questo tratto di linea di lunghezza arbitraria serve per effettuare la simulazione EM, in modo tale che non vi sia discontinuità tra l’impedenza della porta e quella del tratto di linea a cui la stessa porta è connessa)

Schematico (LP_Cheb_3rd_Schema.pdf)

Grafico 2.1: |S21dB| (LP_Cheb_3rd_S21.pdf)

Layout (LP_Cheb_3rd_EM_Layout.pdf)

Grafico 2.2: |S21dB| da Simulazione EM (7 punti) (LP_Cheb_3rd_EM_S21.pdf)

[box dimensions: 32 x 16 mm2, cell size: 40 x 40 micron2, mesh: low, top layer: 1 mm di aria, top boundary: 377 Ohm (aproximate open), bottom boundary: rame; tempo di simulazione: 35’ su Atlon 2400 con 2 GB di RAM]

Grafico 2.3: |S21dB| da Simulazione EM (31 punti) (LP_Cheb_3rd_EM_S21_31p.pdf)

[box dimensions: 32 x 16 mm2, cell size: 20 x 20 micron2, mesh: normal, top layer: 1 mm di aria, top boundary: 377 Ohm (aproximate open), bottom boundary: rame; tempo di simulazione: 12h 53’ su Atlon 2400 con 2 GB di RAM]

Grafico 2.4: Confronto su |S21dB| tra Simulazione EM (31 punti) e modello analitico (LP_Cheb_3rd_EM_vs_An_S21.pdf)

3) Filtro Passa Basso a microstriscia con frequenza di taglio di 2.5 GHz privo di ripple e impedenza di 50 Ohm (metodo Stepped-Impedance)

linea 50 Ohm

w=600um

lambda/4 = 19,4 mm

(questo tratto di linea di lunghezza arbitraria serve per effettuare la simulazione EM, in modo tale che non vi sia discontinuità tra l’impedenza caratteristica della porta e quella del tratto di linea a cui la stessa porta è connessa; è stata scelta l = 2,4 mm)

linea 10 Ohm

w=4800 um

lambda/4 = 18,0 mm

linea 150 Ohm

w=40 um

lambda/4 = 20,8 mm

Seguono:

l1 = 1.2  mm

l2 = 6.24 mm

l3 = 4.42 mm

l4 = 8.52 mm

l5 = 3.24 mm

l6 = 2.28 mm

Schematico (LP_B_6th_Schema.pdf)

Grafico 3.1: |S21dB| (LP_B_6th_S21.pdf)

Layout (LP_B_6th_EM_Layout.pdf)

Grafico 3.2: |S21dB| da Simulazione EM (7 punti) (LP_B_6th_EM_S21.pdf)

[box dimensions: 36 x 12 mm2, cell size: 40 x 40 micron2, mesh: low, top layer: 1 mm di aria, top boundary: 377 Ohm (aproximate open), bottom boundary: rame; tempo di simulazione: 35’ su Atlon 2400 con 2 GB di RAM]

